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(57)【要約】        （修正有）
【課題】  ＴＦＴ基板に設けられたデータ線での信号遅
延を解消する一方で、単位画素での開口率を向上し、か
つ表示欠陥を防止する。
【解決手段】  ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）、ＴＦＴの
ゲートにつながれた走査線、ＴＦＴのソース・ドレイン
の一方につながれたデータ線１０６、ＴＦＴのソース・
ドレインの他方につながれた画素電極１１２、共通電極
１１１、及び共通電極配線１０３を備えるＴＦＴ基板
と、単位画素をマトリクス状に区画するブラックマトリ
クスを備える対向基板とを対向配置し、両基板間に液晶
を封入してなるアクティブマトリクス型液晶表示装置に
おいて、ＴＦＴ基板の共通電極１１１はデータ線の上層
に延在される共通電極部分１１１ｂを備え、この共通電
極部分にはデータ線の幅方向の中央領域に対向する領域
を開口したスリット１１５を有し、対向基板には当該ス
リットを覆う第１の導電膜を有し、この第１の導電膜は
共通電極の電位に保持される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）、前記ＴＦ
Ｔのゲートにつながれた走査線、前記ＴＦＴのソース・
ドレインの一方につながれたデータ線、前記ＴＦＴのソ
ース・ドレインの他方につながれた画素電極、前記画素
電極に近接配置される共通電極、及び前記共通電極につ
ながれた共通電極配線を備えるＴＦＴ基板と、単位画素
をマトリクス状に区画するブラックマトリクスを備える
対向基板とを対向配置し、両基板間に液晶を封入してな
るアクティブマトリクス型液晶表示装置において、前記
ＴＦＴ基板の前記共通電極は、絶縁膜を介して前記デー
タ線の上層に延在される共通電極部分を備え、前記共通
電極部分には前記データ線の幅方向の中央領域に対向す
る領域を開口したスリットを有し、前記対向基板には前
記スリットを覆う第１の導電膜を有し、前記第１の導電
膜は前記共通電極の電位に保持されていることを特徴と
するアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項２】  前記データ線の上層に延在される前記共
通電極部分は、前記データ線の両側縁を覆うように前記
データ線の幅寸法よりも大きい幅寸法を有していること
を特徴とする請求項１に記載のアクティブマトリクス型
液晶表示装置。
【請求項３】  前記スリットは、前記共通電極部分の幅
方向の中央領域に前記データ線の幅寸法よりも小さい開
口幅を有していることを特徴とする請求項１又は２に記
載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項４】  前記対向基板の前記第１の導電膜は、前
記スリットの開口幅よりも大きい幅寸法を有しているこ
とを特徴とする請求項３に記載のアクティブマトリクス
型液晶表示装置。
【請求項５】  前記ＴＦＴ基板と前記対向基板とにおい
て、それぞれ前記共通電極配線と前記第１の導電膜とを
基板接続用コンタクトホールを介して相互に電気的に接
続する導電体を有することを特徴とする請求項１ないし
４のいずれかに記載のアクティブマトリクス型液晶表示
装置。
【請求項６】  前記ＴＦＴ基板の前記基板接続用コンタ
クトホールは、前記共通電極配線と前記導電体との接合
面に低抵抗な第２の導電膜が介在されていることを特徴
とする請求項５に記載のアクティブマトリクス型液晶表
示装置。
【請求項７】  前記第２の導電膜は前記共通電極と前記
画素電極と同一層であることを特徴とする請求項６に記
載のアクティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項８】  前記画素電極及び前記共通電極は絶縁膜
を介して互いに異なる層で形成されることを特徴とする
請求項１ないし７のいずれかに記載のアクティブマトリ
クス型液晶表示装置。
【請求項９】  前記対向基板の前記第１の導電膜は、前
記ブラックマトリクスであることを特徴とする請求項１
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ないし８のいずれかに記載のアクティブマトリクス型液
晶表示装置。
【請求項１０】  前記対向基板の第１の導電膜は、前記
ブラックマトリクスと同一パターンに形成されて当該ブ
ラックマトリクスの上層に形成された導電膜からなるこ
とを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載のア
クティブマトリクス型液晶表示装置。
【請求項１１】  前記第１の導電膜、前記第２の導電
膜、または前記透明導電膜はＩＴＯ膜であることを特徴
とする請求項１ないし１０のいずれかに記載のアクティ
ブマトリクス型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はアクティブマトリク
ス型液晶表示装置に関し、特にＩＰＳ（インプレーンス
イッチングモード）型の液晶表示装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】従来、アクティブマトリクス型液晶表示
装置では、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を搭載している
ＴＦＴ基板に形成するデータ線からの漏れ電界が、液晶
に影響を与えて表示画像を劣化させる要因になってい
る。例えば、ＩＰＳ方式のアクティブマトリクス型液晶
表示装置は、図１５及び図１６にそれぞれ平面レイアウ
ト図とそのＰＰ線断面図に示すように、ＴＦＴ基板１０
０は、第１の透明基板１０１の内面上にゲート電極とし
て機能する走査線１０２及び共通電極配線１０３につな
がる共通電極１１１を有し、その上に層間絶縁膜１０４
ａを介してデータ線１０６及び画素電極１１２を有し、
その上にパッシベーション膜１０４ｂ及び配向膜１１６
が形成されている。なお、前記走査線１０２の一部の上
層には半導体アイランド１０５が形成され、前記データ
線１０６と一体のドレイン電極１０７及び前記画素電極
１１２と一体のソース電極１０８が形成され、ＴＦＴが
形成される。また、前記第１の透明基板１０１の外面上
には偏光板１１９を有している。一方、対向基板２００
は、第２の透明基板２０１の内面上にブラックマトリク
ス２０２を有し、このブラックマトリクス２０２の開口
された領域にカラー用の色層２０３を有し、その上に平
坦化膜２０４が形成され、さらに配向膜２０５が形成さ
れている。また、前記第２の透明基板２０１の外面上に
は導電層２０７、偏光板２０８を有している。そして、
ＴＦＴ基板１００と対向基板２００の各内面を微細間隔
で対向配置するとともに、画素領域を図外のスペーサで
封止して密封する際の間隙を形成し、この間隙内に液晶
３００を充填したものである。
【０００３】このアクティブマトリクス型液晶表示装置
では、平行に配置されているデータ線１０６と画素電極
１１２との間には電界（電気力線）が発生するが、この
電界の一部がデータ線１０６を挟んだ両側の単位画素の
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液晶３００中に漏れ込み、これが漏れ電界となって表示
画像を劣化させている。そのため、この液晶表示装置で
は、データ線１０６の両脇に沿った位置にも共通電極１
１１の一部を配設しておき、この共通電極１１１の一部
において図１６に矢印で示すようにデータ線１０６から
の漏れ電界を終端することで液晶３００中への電界の漏
れ込みを防止している。しかしながら、この漏れ防止効
果、すなわち、シールド効果を高めるためには当該共通
電極１１１の一部の線幅を大きくする必要があり、ま
た、走査線１０２と同一層で形成される共通電極１１１
はＣｒ等のような低抵抗材料、すなわち金属等のような
通常は光を透過しない不透明な材料で形成されているた
め、このデータ線１０６の両側に配置された共通電極１
１１の当該一部によって液晶表示装置の単位画素におけ
る表示面積の割合、すなわち開口率が低下してしまうと
いう問題がある。
【０００４】そのため、特開平１１－１１９２３７号公
報に記載の技術のように、データ線の上層に共通電極を
配設してデータ線からの漏れ電界のシールドを図った構
成が提案されている。図１７及び図１８はこのようにデ
ータ線の上層に共通電極を配設した構成例の平面レイア
ウト図とＱＱ線断面図であり、図１５，１６と等価な部
分に同一符号を付してある。この液晶表示装置は、第１
の透明基板１０１上の第１の層間絶縁膜１０４上にデー
タ線１０６と同層に第１の画素電極１０９を形成すると
ともに、その上の第２の層間絶縁膜１１０上に共通電極
１１１と第２の画素電極１１２が形成されており、それ
ぞれ共通電極用コンタクトホール１１３、画素電極用コ
ンタクトホール１１４を介して下層の共通電極配線１０
３と第１の画素電極１０９に電気接続されたものであ
る。そして、これら共通電極１１１と第２の画素電極１
１２がＩＴＯ（Indium Tin Oxide) 等の透明材料膜で形
成されるとともに、共通電極１１１の一部１１１ｂがデ
ータ線１０６の直上においてデータ線１０６の全面を覆
うように、当該データ線１０６よりも幅寸法が大きいパ
ターンとして形成されている。したがって、この液晶表
示装置では、図１８に矢印線で示すように、データ線１
０６からの漏れ電界を上層の共通電極の一部１１１ｂに
よって終端させ、単位画素の液晶３００への漏れ込みを
防止し、表示画像の劣化を防止することが可能である。
【０００５】しかしながら、この液晶表示装置では、共
通電極の一部１１１ｂがデータ線１０６の全面を覆った
構成であるため、データ線１０６と共通電極の一部１１
１ｂとの間の静電容量が増大し、データ線１０６におけ
る信号遅延が懸念される。このようなデータ線１０６に
おける静電容量の増大を抑制するためには、両者間に形
成されている第２の層間絶縁膜１１０を厚く形成すれば
よいが、これでは第２の層間絶縁膜を成膜するための製
造タクトが長くなり、ひいてはＴＦＴ基板の製造コスト
が高くなる。また、第２の層間絶縁膜を厚く形成した場
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合にコンタクトホールを形成するには製造プロセスが複
雑となり、ひいては歩留りを低下させ、結果的にＴＦＴ
基板の製造コストが高くなる。また、当該第２の層間絶
縁膜１１０を挟んでデータ線１０６と共通電極の一部１
１１ｂとが対向する面積が大きくされているため、ある
確率で第２の層間絶縁膜１１０に生じるピンホール等の
欠陥によりデータ線１０６と共通電極の一部１１１ｂと
の間で電気的な短絡（層間ショート）が生じ、液晶表示
装置における表示に際しての線欠陥が発生する確率が高
くなる。なお、前記公報には、共通電極の一部をデータ
線の単位画素側の縁部を覆うように形成する形態も記載
されているが、このようにデータ線の一方のみに共通電
極の一部を形成したのでは、電界はデータ線の反対側の
単位画素に漏れ込むおそれが生じるとともに、前述した
ような開口率が低下するという問題を解消することは困
難である。
【０００６】前述の第２の層間絶縁膜１１０を無機膜で
形成する場合には、無機膜の誘電率が高いため、１～１
０μｍ程度の厚さに形成する必要がある。一方、同層間
絶縁膜を有機膜で形成する場合には、有機膜の誘電率が
低いため、０．５～５μｍ程度の厚さで済むが、有機膜
からのイオン及び有機膜の密度が低いことによる液晶中
イオンがＴＦＴのバックチャネルへ吸着することを防止
するために有機膜に限られた材料を用いなければならな
いという制約が生じる。また、同層間絶縁膜を無機膜と
有機膜の積層膜で形成する場合には、無機膜と有機膜と
の膜厚バランスにより各膜厚が決定されるが、端子及び
電極との接続用コンタクトを開口する際に、無機膜と有
機膜のそれぞれに開口処理工程が必要であり、工数増加
及びコスト高を生じることになる。
【０００７】本発明の目的は、データ線の信号遅延を解
消する一方で開口率を向上し、かつ表示欠陥を防止した
アクティブマトリクス型液晶表示装置を提供するもので
ある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明のＩＰＳ方式のア
クティブマトリクス型液晶表示装置は、ＴＦＴ基板に設
けられている共通電極は、絶縁膜を介してデータ線の上
層に延在される共通電極部分を備え、前記共通電極部分
には前記データ線の幅方向の中央領域に対向する領域を
開口したスリットを有し、対向基板には前記スリットを
覆う第１の導電膜を有し、前記第１の導電膜は前記共通
電極の電位に保持されていることを特徴とするものであ
る。この場合、前記データ線の上層に延在される前記共
通電極部分は、前記データ線の両側縁を覆うように前記
データ線の幅寸法よりも大きい幅寸法を有する。また、
前記スリットは、前記共通電極部分の幅方向の中央領域
に前記データ線の幅寸法よりも小さい開口幅を有する。
さらに、前記対向基板の前記第１の導電膜は、前記スリ
ットの開口幅よりも大きい幅寸法を有する。
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【０００９】また、本発明のアクティブマトリクス型液
晶表示装置は、次の形態とすることが好ましい。前記Ｔ
ＦＴ基板と前記対向基板は、それぞれ前記共通電極配線
と前記第１の導電膜とを基板接続用コンタクトホールを
対して相互に電気的に接続する導電体を有する。この場
合、前記ＴＦＴ基板の前記基板接続用コンタクトホール
は、前記共通電極配線と前記導電体との接合面に低抵抗
な第２の導電膜が介在される。
【００１０】また、前記共通電極と前記画素電極は前記
第２の導電膜と同一層である。あるいは、前記画素電極
及び前記共通電極は絶縁膜を介して互いに異なる層で形
成される。
【００１１】また、前記対向基板の前記第１の導電膜
は、前記ブラックマトリクスである。あるいは、前記対
向基板の第１の導電膜は、前記ブラックマトリクスと同
一パターンに形成されて当該ブラックマトリクスの上層
に形成された導電膜からなる。さらに、前記第１の導電
膜、前記第２の導電膜、または前記透明導電膜はＩＴＯ
膜で形成される。
【００１２】本発明によれば、データ線の電界のうち、
隣接する単位画素に向けられる電界は、データ線の両側
縁を覆う共通電極部分によって終端され、両側の単位画
素の液晶中に電界が漏れ込むことが防止される。また、
データ線の上方に向けられた電界は、直上の共通電極部
分によって終端され、スリットを通った電界は対向基板
の第１の導電膜によって終端され、液晶に漏れ込むこと
が防止される。このように、データ線を覆うように設け
られた共通電極部分によりデータ線の電界が終端される
ので、液晶における表示画像の劣化を防止することが可
能になる。
【００１３】また、本発明によれば、データ線を覆うよ
うに設けられた共通電極部分にはデータ線の線幅の中央
領域に対向してスリットが開口されているため、このス
リットによりデータ線と共通電極との対向面積が縮小さ
れ、データ線と共通電極との間の静電容量を低減するこ
とが可能になり、データ線での信号遅延が改善される。
また、データ線と共通電極との対向面積が縮小され、両
者間の層間絶縁膜での層間ショートの発生確率を格段に
低減し、表示における線欠陥を未然に防止することが可
能になる。
【００１４】さらに、本発明によれば、対向基板の第１
の導電膜をブラックマトリクスで構成した場合でも、当
該第１の導電膜の幅寸法をデータ線の幅寸法よりも縮小
することが可能であり、単位画素における開口率を向上
することが可能になる。
【００１５】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態を図面を
参照して説明する。図３は本発明にかかるＩＰＳ方式の
アクティブマトリクス型液晶表示装置の全体図であり、
矩形をしたマトリクス基板１を備えている。前記マトリ
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クス基板１は、後述するようにＴＦＴ基板と対向基板と
の間に液晶を封入した構成であり、その周辺部１２を除
く中央の領域が画素領域１１として構成されている。前
記画素領域１１には、後述するようにマトリクス配置さ
れた多数のＴＦＴ（薄膜トランジスタ）と単位画素を構
成するための各種の電極や層膜が形成されている。ま
た、併せて図４に一部の拡大図を示すように、前記マト
リクス基板１には、一側辺に沿ってデータ線端子部２が
配列されており、このデータ線端子部２に印加されるデ
ータ線電位は後述するデータ線１０６に供給され、当該
データ線から各ＴＦＴのドレインに供給される。また、
前記マトリクス基板１の両端辺に沿って走査線端子部３
が配列されており、この走査線端子部３に印加される走
査線電位は後述する走査線１０２に供給され、当該走査
線から各ＴＦＴのゲートに供給される。また、前記マト
リクス基板１の周辺に沿って後述する共通電極配線に接
続される共通電極配線端子部４が延設されており、この
共通電極配線端子部４に印加される共通電圧は後述する
共通電極に供給される。
【００１６】図１及び図２は本発明の第１の実施形態に
かかる前記マトリクス基板１の画素領域１１に形成され
る単位画素におけるＴＦＴ基板１００の平面レイアウト
図と、そのＡＡ線に沿う断面図である。なお、以降の説
明におけるＸ方向、Ｙ方向は図１を基準とするものであ
る。また、図２の断面図には前記周辺部１２の一部の構
造を併せて記載している。前述したように、マトリクス
基板１は、ＴＦＴ基板１００と対向基板２００とが所要
の間隙で対向配置されており、前記画素領域１１の周囲
において図外の封止部材により前記間隙内を封止し、そ
の上で前記間隙内に液晶３００が充填されている。ま
た、周辺部１２には、前記ＴＦＴ基板１００と対向基板
２００とを電気的に接続するための電極構造が形成され
るとともに、図３に示したデータ線端子部２、走査線端
子部３、及び共通電極配線端子部４が形成されている。
なお、図２にはこれらの端子部２，３，４は図示されて
いない。
【００１７】前記ＴＦＴ基板１００は、図５（ａ）を参
照すると、透明ガラス等からなる第１の透明基板１０１
の内面上に、第１の金属膜、例えばＣｒ、Ａｌ又はＭ
ｏ、もしくはこれらの積層膜により走査線１０２及び共
通電極配線１０３がそれぞれＹ方向に所要の間隔をおい
てＸ方向に延長されている。その上にＳｉＯ

2
 やＳｉＮ

ｘ等からなる第１の層間絶縁膜１０４が形成され、さら
にこの第１の層間絶縁膜１０４上には、後述するように
ａ－Ｓｉ膜（アモルファスシリコン膜）及びｎ+－Ｓｉ
膜が積層され、かつ単位画素のそれぞれに対応して所定
のパターンに形成された半導体アイランド１０５が形成
されている。また、前記第１の層間絶縁膜１０４上に
は、第２の金属膜、例えばＣｒ、Ａｌ又はＭｏ、もしく
はこれらの積層膜によりＸ方向に所要の間隔をおいてＹ
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7
方向に延長されたデータ線１０６が形成されている。ま
た、この第２のＣｒ膜の他の一部は前記半導体アイラン
ド１０５上においてＹ方向に微小間隔おいて対向するよ
うに形成されており、それぞれドレイン電極１０７、ソ
ース電極１０８として形成されている。これにより、前
記走査線１０２をゲートとするＴＦＴが形成される。前
記ドレイン電極１０７は前記データ線１０６に接続され
ている。また、各単位画素の領域において、前記第２の
Ｃｒ膜のさらに他の一部がＹ方向及びＸ方向に延長され
て平面パターンが「エ」字状をした第１の画素電極１０
９が形成され、前記ソース電極１０８に接続されてい
る。
【００１８】さらに、前記第２の金属膜で形成されたデ
ータ線１０６、ドレイン電極１０７、ソース電極１０
８、第１の画素電極１０９上には、第２の層間絶縁膜１
１０が形成され、その表面が平坦化されている。そし
て、前記第２の層間絶縁膜１１０上には、図５（ｂ）に
示す、所要のパターンにＩＴＯ膜が形成されており、こ
のＩＴＯ膜の位置不によりＹ方向及びＸ方向にそれぞれ
延長された格子状をした共通電極１１１が形成されてい
る。前記共通電極１１１は、各単位画素の領域では、前
記共通電極１１１のＸ方向に延長されたＸ方向延長部分
１１１ｃからＹ方向に突出された複数本、ここでは２本
の枝状共通電極部１１１ａを有している。また、前記Ｉ
ＴＯ膜の他の一部により、前記枝状共通電極部１１１ａ
のＸ方向の間においてＹ方向に延長される３本の枝状画
素電極部１１２ａを有する平面パターンが「ヨ」字状を
した第２の画素電極１１２を有している。また、前記共
通電極１１１はデータ線１０６上においては第２の層間
絶縁膜１１０を挟んでデータ線１０６を覆うように形成
される。そして、前記共通電極１１１は、前記第２の層
間絶縁膜１１０及び第１の層間絶縁膜１０４を通して開
口された共通電極用コンタクトホール１１３を介して前
記共通電極配線１０３に電気接続されている。また、前
記第２の画素電極１１２は前記第２の層間絶縁膜１１０
に開口された画素電極用コンタクトホール１１４を介し
て前記第１の画素電極１０９、あるいはソース電極１０
８に電気接続されている。
【００１９】ここで、前記共通電極１１１のうち、Ｙ方
向に延長されているＹ方向延長部分１１１ｂは、前記デ
ータ線１０６よりもＸ方向に太い幅寸法に形成されて前
記データ線１０６の上方を覆うように前記データ線１０
６上に沿って延長されている。また、その一方で、前記
Ｙ方向延長部分１１１ｂはＸ方向の中央領域がＹ方向に
沿って除去されたスリット１１５が開口されている。な
お、このスリット１１５は前記共通電極１１１のうち、
Ｘ方向に延長されているＸ方向延長部分１１１ｃと交差
する箇所には設けられておらず、Ｘ方向の連続性が保た
れている。ここで、例えば、データ線１０６の線幅を１
０μｍとしたとき、前記共通電極１１１のＹ方向延長部
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分１１１ｂの線幅を１８μｍとし、その中央に５μｍ幅
のスリット１１５を開口する。これにより、前記Ｙ方向
延長部分１１１ｂはデータ線１０６の幅方向両側に４μ
ｍの幅に広がった状態でデータ線１０６の両側縁の上方
を対称に覆う一方で、データ線１０６の中央領域はスリ
ット１１５により開口されることになる。なお、前記Ｙ
方向延長部分１１１ｂは、データ線１０６の幅方向両側
に少なくとも１．５μｍ以上広がった状態で形成される
ことが好ましい。ただし、前記各線幅の寸法は、第２の
層間絶縁膜１１０の膜厚によって多少変更される。
【００２０】その上で、前記共通電極１１１及び第２の
画素電極１１２を覆うように配向膜１１６が形成され、
表面が配向処理されている。また、周辺部１２において
は、前記第２の層間絶縁膜１１０及び第１の層間絶縁膜
１０４に基板接続用コンタクトホール１１７が開口さ
れ、前記した対向基板２００との間で電気的に接続を行
う導電材料１１８が形成されている。さらに、前記第１
の透明基板１０１の外面上には偏光板１１９が貼り付け
られている。
【００２１】一方、前記対向基板２００は、第２の透明
基板２０１の内面上にＣｒ膜等の光を透過しない不透明
な材料で形成され、前記単位画素の表示領域以外の領域
を遮光するためのカーボンブラック等からなるブラック
マトリクス２０２が形成される。前記ブラックマトリク
ス２０２は周辺部１２及び画素領域１１にわたって連続
したパターン形状に形成されており、その上でブラック
マトリクス２０２の一部２０２ａは、前記ＴＦＴ基板１
００のデータ線１０６に対向する領域に設けられてお
り、後述するようにＴＦＴ基板１００と対向基板２００
とを一体化したときに、少なくとも前記共通電極１１１
のＹ方向延長部分１１１ｂに開口されているスリット１
１５の上方領域を覆うように形成される。すなわち、前
述のように前記スリット１１５は５μｍの幅に形成され
ているので、ブラックマトリクス２０２の対応する部分
２０２ａは、少なくとも５μｍ以上の幅寸法に形成され
る。この実施形態では、前記Ｙ方向延長部分１１１ｂの
線幅と同じ１８μｍの幅寸法に形成している。なお、こ
の幅寸法はＴＦＴ基板１００と対向基板２００との間の
寸法によって適正な寸法に設定される。
【００２２】また、各単位画素の領域では、前記ブラッ
クマトリクス２０２の開口された領域に、例えば、ＲＧ
Ｂ等のカラー用の色層２０３が形成される。そして、全
面を覆う平坦化膜２０４が形成され、さらにこの平坦化
膜２０４の上に配向膜２０５が形成され、表面が配向処
理されている。さらに、周辺部１２においては、前記ブ
ラックマトリクス２０２の他の一部２０２ｂ上の平坦化
膜２０４がエッチングされて基板接続用コンタクトホー
ル２０６が開口されている。また、前記第２の透明基板
２０１の外面上には導電層２０７が形成され、さらにそ
の上に偏光板２０８が貼り付けられている。
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【００２３】以上の構成のＴＦＴ基板１００と対向基板
２００は、それぞれの内面を所要の間隔で対向配置され
るとともに、画素領域１１の周囲に設けられた封止手段
としての図外のスペーサにより両基板間に密封間隙を形
成し、この密封間隙内に液晶３００が充填される。ま
た、周辺部１２では、前記対向基板２００に設けられた
基板接続用コンタクトホール２０６と、前記ＴＦＴ基板
１００に設けられた基板接続用コンタクトホール１１７
との間に、前記導電材料としての銀ペースト１１８が介
在され、この銀ペースト１１８によって前記ＴＦＴ基板
１００の共通電極配線１０３と前記対向基板１００のブ
ラックマトリクス２０２が相互に電気的に接続されてい
る。
【００２４】このように構成されるマトリクス基板１に
おいて、ＴＦＴのオン，オフ動作に伴い単位画素におけ
る液晶の配向方向を水平面内で回転させるＩＰＳモード
での表示動作を行うことはこれまでと同様であり、この
点についての説明は省略する。この表示動作において、
データ線１０６の近傍での電界状態について図６を参照
すると、データ線１０６により発生する電界（電気力
線：同図に矢印線で示す）のうち、データ線のＸ方向の
両側方に向けられた電界は、データ線１０６をＸ方向に
挟む両側の単位画素の領域の液晶に向けて洩れ出して行
くが、データ線１０６の両側縁を覆うように共通電極の
Ｙ方向延長部分１１１ｂが張り出しているので、電界は
当該Ｙ方向延長部分１１１ｂによって終端され、両側の
単位画素の液晶３００中に電界が漏れ込むことは防止さ
れる。また、データ線１０６の上方に向けられた電界
は、一部は直上の共通電極のＹ方向延長部分１１１ｂに
よって終端されるが、他の一部はスリット１１５を通し
て対向基板２００側にまで漏れ出して行く。しかし、ス
リット１１５の上方には対向基板２００のブラックマト
リクスの一部２０２ｂがスリット１１５を覆うように設
けられており、しかもブラックマトリクス２０２は基板
接続用コンタクトホール１１７，２０６及び銀ペースト
１１８によってＴＦＴ基板１００の共通電極１１１と同
じ電位に保持されているため、スリット１１５を通過し
た電界はブラックマトリクスの一部２０２ｂによって終
端され、液晶３００に漏れ込むことは防止される。この
ように、データ線１０６を覆うように設けられた共通電
極のＹ方向延長部分１１１ｂによりデータ線１０６の電
界が終端され、各単位画素の液晶３００中への漏れ込み
が防止されるので、液晶における表示画像の劣化を防止
することが可能になる。
【００２５】一方、共通電極のＹ方向延長部分１１１ｂ
はデータ線１０６の全面を覆っているが、当該Ｙ方向延
長部分１１１ｂにはデータ線１０６の線幅方向の中央領
域に対向してスリット１１５が開口されているため、こ
のスリット１１５によりデータ線１０６とＹ方向延長部
分１１１ｂ、すなわち、共通電極１１１との対向面積が
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縮小され、第２の層間絶縁膜１１０の膜厚を厚くしなく
ともデータ線１０６と共通電極１１１との間の静電容量
を低減することが可能になり、データ線１０６での信号
遅延が改善される。また、データ線１０６と共通電極１
１１との対向面積が縮小されることで、第２の層間絶縁
膜１１０の膜厚を薄くした場合でも、当該第２の層間絶
縁膜１１０に生じるピンホールによる層間ショートの発
生確率を格段に低減することが可能になり、液晶表示装
置での表示における線欠陥を未然に防止することが可能
になる。
【００２６】また、データ線１０６上の共通電極のＹ方
向延長部分１１１ｂはデータ線１０６の両側縁から若干
幅方向に突出されているが、当該Ｙ方向延長部分１１１
ｂを含めて共通電極１１１は透明なＩＴＯ膜で形成され
ていること、その上に対向配置されるブラックマトリク
ス２０２は不透明なＣｒ膜で形成されているものの、そ
の幅寸法はＹ方向延長部分１１１ｂのスリット１１５を
覆う程度の幅寸法に形成されていることから、単位画素
における表示の開口率を向上することが可能になる。
【００２７】ここで、前記ＴＦＴ基板の製造工程を図７
～図９を参照して説明する。なお、これらの図は、図１
のＢＢ線、ＣＣ線、ＤＤ線と、図２に示した周辺部１２
の基板接続用コンタクトホール１１７と、図４に示した
データ線端子部２及び走査線端子部３の各断面構造を工
程順に示す図である。先ず、図７（ａ）のように、第１
の透明基板１０１の内面上に第１のＣｒ膜１３１をスパ
ッタ法により形成する。そして、図７（ｂ）のように、
図外のフォトレジストを用いたフォトリソグラフィ技術
により前記第１のＣｒ膜１３１をパターン形成し、ゲー
ト電極としての走査線１０２と、共通電極配線１０３を
形成する。次いで、図７（ｃ）のように、全面にＣＶＤ
法等によりＳｉＯ

2
 膜１３２を形成し、さらにその上に

ＳｉＮｘ膜１３３、ａ－Ｓｉ層１３４、ｎ+ －Ｓｉ層１
３５を順次プラズマＣＶＤ法により形成する。これによ
り、前記ＳｉＯ

2
 膜１３２とＳｉＮｘ膜１３３とで前記

第１の層間絶縁膜１０４が形成され、前記ａ－Ｓｉ層１
３４とｎ+ －Ｓｉ層１３５とで半導体層が形成される。
そして、図７（ｄ）のように、前記半導体層をフォトリ
ソグラフィ技術でパターン形成し、前記半導体アイラン
ド１０５を形成する。
【００２８】次いで、図８（ａ）のように、全面に第２
のＣｒ膜１３６をスパッタ法により形成する。そして、
図８（ｂ）のように、前記第２のＣｒ膜１３６をフォト
リソグラフィ技術によりパターン形成し、データ線１０
６と、これにつながるドレイン電極１０７と、第１の画
素電極１０９と、これにつながるソース電極１０８を形
成する。さらに、前記ドレイン電極１０７とソース電極
１０８との間のｎ+ －Ｓｉ層１３５を選択エッチングす
ることにより、前記ａ－Ｓｉ層１３４をチャネル層と
し、ｎ+ －Ｓｉ層１３５をオーミック層とするＴＦＴが
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11
形成される。しかる上で、図８（ｃ）のように、全面に
ＳｉＮｘ膜１３７をプラズマＣＶＤ法により形成し、さ
らにその上にアクリル系の樹脂（有機膜）１３８をスピ
ンコートして表面が平坦な第２の層間絶縁膜１１０を形
成する。
【００２９】次いで、図９（ａ）のように、前記第２の
層間絶縁膜１１０を構成するアクリル系樹脂１３８とＳ
ｉＮｘ膜１３７を順次エッチングし、単位画素の領域に
おいては、第１の画素電極１０９上に画素電極用コンタ
クトホール１１４を、共通電極配線１０３上に共通電極
用コンタクトホール１１３を開口する。また、周辺部１
２においては共通電極線１０３上に基板接続用コンタク
トホール１１７を開口する。さらに、周辺部１２のデー
タ線端子部２と走査線端子部３においては、それぞれデ
ータ線用コンタクトホール１２０と走査線用コンタクト
ホール１２１を開口する。次いで、図９（ｂ）のよう
に、全面にＩＴＯ膜１３９をスパッタ法により形成した
後、図９（ｃ）のように、これをフォトリソグラフィ技
術によりパターン形成し、共通電極１１１と第２の画素
電極１１２を形成する。なお、この際に前記共通電極１
１１の一部のＹ方向延長部分１１１ｂがデータ線１０６
の上方を覆うような格子状にパターン形成され、かつそ
のＹ方向延長部分１１１ｂではデータ線１０６の幅方向
の中央領域を開口するスリット１１５が形成されること
は前述の通りである。また、前記基板接続用コンタクト
ホール１１７を除く他のコンタクトホール１１３，１１
４，１２０，１２１においてはＩＴＯ膜１３９が残さ
れ、特にデータ線用コンタクトホール１２０と走査線用
コンタクトホール１２１ではそれぞれ導電性の電極１２
２，１２３として形成されることになる。なお、基板接
続用コンタクトホール１１７では、ホール内底に共通電
極配線１０３が露出された構成となる。しかる後、図２
に示したように、周辺部１２を除く画素領域１１領域に
おいて前記ＩＴＯ膜１３９を覆うように配向膜１１６を
形成し、表面を配向処理することにより前記ＴＦＴ基板
１００が形成される。
【００３０】なお、前記対向基板２００は、ブラックマ
トリクス２０２を前述したようなパターン形状に形成す
る他は、従来の製造方法をそのまま利用することが可能
であるので、ここでは説明は省略する。ただし、周辺部
１２においては、ブラックマトリクス２０２の一部２０
２ｂ上の層間絶縁膜２０４に基板接続用コンタクトホー
ル２０６を開口する工程は必要である。そして、形成し
たＴＦＴ基板１００と対向基板２００とを対向して一体
化する前に、前記ＴＦＴ基板１００の基板接続用コンタ
クトホール１１７内に盛り上がるように銀ペースト１１
８を充填しておき、ＴＦＴ基板１００に対向基板２００
を一体化したときに、当該銀ペースト１１８の上部が対
向基板２００の基板接続用コンタクトホール２０６内に
充填され、銀ペースト１１８によって共通電極配線１０
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３とブラックマトリクス２０２とを電気的に接続する構
成が形成される。
【００３１】なお、共通電極１１１のＹ方向延長部分１
１１ｂは単位画素の領域の液晶３００内への電界の漏れ
込みを防止するものであるため、単位画素の側縁に沿っ
た領域に設けられれば十分であり、当該Ｙ方向延長部分
は必ずしも複数の単位画素の領域にわたってＹ方向に連
続形成される必要はない。したがって、共通電極１１
１、特にＹ方向延長部分１１１ｂは、図１０に示すよう
に、Ｘ方向に連続されるがＹ方向には単位画素毎に分離
された構成としてもよい。
【００３２】図１１は本発明の第２の実施形態を示す図
であり、この第２の実施形態の単位画素の平面レイアウ
ト図は、図１に示した第１の実施形態の平面レイアウト
図と同じであるので図示は省略し、図１のＡＡ線に相当
する箇所の断面構造を示している。また、第１の実施形
態と等価な部分には同一符号を付してある。第２の実施
形態では、ＴＦＴ基板１００に形成した基板接続用コン
タクトホール１１７の内面に、共通電極１１１及び第２
の画素電極１１２を形成するために成膜したＩＴＯ膜１
３９の一部を残し、当該コンタクトホール１１７内に露
出されている第１のＣｒ膜１３１からなる共通電極配線
１０３の表面を当該ＩＴＯ膜１３９の一部１３９ａで覆
うようにしたものである。このような構造は、図９
（ｃ）の製造工程において、ＩＴＯ膜１３９をパターン
形成する際に、当該ＩＴＯ膜１３９の一部１３９ａを基
板接続用コンタクトホール１１７内に残すようにパター
ン形成すればよい。そして、このＩＴＯ膜の一部１３９
ａの表面上に対向基板２００のブラックマトリクス２０
２との電気接続を行うための導電材としての銀ペースト
１１８を接合したものである。このように、基板接続用
コンタクトホール１１７内に表面が酸化し難いＩＴＯ膜
１３９ａを形成することで、第１の実施形態のように銀
ペースト１１８をＣｒ膜に直接接合する場合にＣｒ膜の
表面酸化膜によって銀ペーストの接合性が低下されると
いう問題が解消され、銀ペースト１１８とＩＴＯ膜１３
９ａとの接合性を改善し、ブラックマトリクス２０２に
供給する共通電極電位の電圧降下を抑制し、電界の漏れ
防止効果を高めることが可能になる。
【００３３】また、第２の実施形態では、対向基板に形
成するブラックマトリクスのうち、ＴＦＴ基板のデータ
線及び共通電極の上方に配置される部分の幅寸法を第１
の実施形態よりも狭くした例を示している。前述したよ
うに、ブラックマトリクス２０２の一部２０２ａは共通
電極のＹ方向延長部分１１１ｂのスリット１１５を覆う
程度の幅寸法に形成すればよいため、ここではブラック
マトリクスの一部２０２ａの幅寸法をデータ線１０６の
幅寸法にほぼ等しい寸法にまで縮小している。このよう
にすることで、単位画素の領域におけるブラックマトリ
クスの一部２０２ａの幅寸法を低減し、開口率を向上す
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る上で有利になる。
【００３４】図１２は本発明の第３の実施形態を示す図
であり、第２の実施形態と同様な断面構造を示してい
る。第３の実施形態では、データ線１０６の上方を覆う
導電膜として、前記各実施形態のブラックマトリクス２
０２に代えて、透明でかつ低抵抗なＩＴＯ膜２０９で構
成したものである。すなわち、ブラックマトリクス２０
２を覆う平坦化膜２０４の表面に低抵抗な導電膜として
ＩＴＯ膜２０９を形成し、このＩＴＯ膜２０９の表面を
単位画素領域において配向膜２０５で覆った構成とした
ものである。前記ＩＴＯ膜２０９は、ブラックマトリク
ス２０２をパターン形成する際に用いるフォトマスクを
そのまま利用してフォトリソグラフィ技術によりパター
ン形成しており、ＩＴＯ膜２０９のパターンはブラック
マトリクス２０２と同一となっている。したがって、Ｔ
ＦＴ基板１００のデータ線１０６及び共通電極のＹ方向
延長部分１１１ｂのスリット１１５を覆う領域にＩＴＯ
膜２０９の一部２０９ａが形成されることになる。ま
た、周辺部１２においては、ＴＦＴ基板１００との電気
接続を行うために前記ＩＴＯ膜２０９の他の一部２０９
ｂが形成され、このＩＴＯ膜２０９ｂに銀ペースト１１
８が接続されており、銀ペースト１１８との接合性が改
善されている。したがって、この例では対向基板２００
には基板接続用コンタクトホールは形成されない。な
お、ＴＦＴ基板１００は第１の実施形態の構成のものが
用いられている。
【００３５】通常、ブラックマトリクス２０２は、遮光
性を高めるためにカーボンブラックで構成することが多
く、このカーボンブラックは銀ペースト等の金属との接
合性が低く、接合抵抗が大きい。この第３の実施形態で
は、ブラックマトリクスよりも低抵抗なＩＴＯ膜２０９
を、データ線１０６及び共通電極のスリット１１５を覆
う領域に形成し、かつ周辺部に設けた一部２０９ｂにお
いて基板接続用の銀ペースト１１８によって共通電極１
１１と同じ電位となるように電気接続を行っているの
で、ＩＴＯ膜２０９における共通電位の電圧降下は少な
く、単位画素におけるデータ線１０６の電界の漏れ防止
効果を高めることが可能になる。また、ブラックマトリ
クス２０２の上層にＩＴＯ膜２０９を同一パターンに形
成しても、ＩＴＯ膜２０９は透明であるため、単位画素
の開口率を低下させることもない。これにより、データ
線１０６の上方のブラックマトリクス２０２の幅寸法を
さらに縮小することが可能になり、開口率を向上する上
でも有利になる。なお、前記ＩＴＯ膜に代えて、他の低
抵抗な導電膜で構成することも可能である。また、この
場合、開口率の面からは当該導電膜が透明であることが
好ましいが、特に透明に限ることはない。
【００３６】図１３は本発明の第４の実施形態を示す図
であり、第２の実施形態のＴＦＴ基板１００と、第３の
実施形態の対向基板２００とを用いてマトリクス基板を
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構成したものである。すなわち、ＴＦＴ基板１００で
は、基板接続用コンタクトホール１１７に、共通配線１
１１と第２の画素電極１１２を形成するためのＩＴＯ膜
１３９の一部１３９ａを残し、銀ペースト１１８との接
合性を改善している。また、対向基板２００では、ブラ
ックマトリクス２０２とは独立したＩＴＯ膜２０９の一
部２０９ａでデータ線１０６及びＹ方向延長部１１１ｂ
上を覆い、かつ周辺部１２においては当該ＩＴＯ膜の他
の一部２０９ｂに銀ペースト１１８を接合してＩＴＯ膜
２０９を共通電極１１１の電位に保持したものである。
したがって、第４の実施形態では、ＴＦＴ基板１００に
おける基板接続用コンタクトホール１１７での銀ペース
ト１１８と共通電極配線１０３との接続抵抗を低減する
とともに、対向基板２００に設けたＩＴＯ膜２０９に対
する銀ペーストの接続抵抗を低減し、かつＩＴＯ膜の低
抵抗によりＩＴＯ膜を共通電極の電位に保ち、共通電極
のＹ方向延長部分１１１ｂのスリット１１５を通過した
データ線１０６の電界の漏れ防止、及び開口率の向上を
図る上で有利である。
【００３７】図１４は本発明の第５の実施形態を示す図
である。この第５の実施形態では、ＴＦＴ基板１００に
おいては前記ＩＴＯ膜２３９で枝状共通電極部１１１ａ
を含む共通電極１１１のみを形成し、形成された共通電
極１１１上にＳｉＯ

2
 やＳｉＮｘ等の第３の層間絶縁膜

１２４を形成し、その上に第２のＩＴＯ膜で第２の画素
電極１１２を形成し、さらに、第２の画素電極１１２上
に配向膜１１６を形成している。また、周辺部１２の基
板接続用コンタクトホール１１７内に前記ＩＴＯ膜１３
９の一部１３９ａを残していることは第２及び第４の実
施形態と同じである。一方、対向基板２００は、第３及
び第４の実施形態の対向基板と同じ構成である。したが
って、第５の実施形態では、液晶を駆動する共通電極１
１１と第２の画素電極１１２が第３の層間絶縁膜１２４
を介して異なる層上に形成されているため、共通電極１
１１と第２の画素電極１１２のショートによる画素不点
灯などの表示不良が発生しにくくなる。また、画素設計
上でも同一工程で形成しないため、様々なレイアウトを
とることが可能になるため、さらなる表示品位改善を行
うことができる。また、第４の実施形態と同様に、ＴＦ
Ｔ基板１００における基板接続用コンタクトホール１１
７での銀ペースト１１８と共通電極配線１０３との接続
抵抗を低減するとともに、対向基板２００に設けたＩＴ
Ｏ膜２０９に対する銀ペースト１１８の接続抵抗を低減
し、かつ当該ＩＴＯ膜２０９の低抵抗によりＩＴＯ膜２
０９を共通電極の電位に保ち、データ線１０６の電界の
漏れ防止、及び開口率の向上を図る上で有利になる。
【００３８】ここで、前記各実施形態では、ＴＦＴ基板
１００の共通電極配線１０３と対向基板２００のブラッ
クマトリクス２０２或いはＩＴＯ膜（導電膜）２０９を
電気接続する基板接続用コンタクトホール１１７（２０
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６）内の導電材として銀ペーストを用いているが、他の
導電性材料からなるペースト、或いはロー材を用いても
よい。
【００３９】
【発明の効果】以上説明したように本発明のアクティブ
マトリクス型液晶表示装置は、ＴＦＴ基板に設けられて
いる共通電極は、データ線の上層に延在される共通電極
部分を備え、当該共通電極部分にはデータ線の幅方向の
中央領域に対向する領域を開口したスリットを有し、対
向基板には前記スリットを覆う第１の導電膜を有し、当
該第１の導電膜は共通電極の電位に保持されているの
で、表示品質を向上するとともに、データ線の信号遅延
を解消し、かつ表示欠陥を防止し、さらに開口率を向上
することが可能になる。すなわち、本発明によれば、デ
ータ線の電界のうち、隣接する単位画素に向けられる電
界は、データ線の両側縁を覆う共通電極部分によって終
端され、両側の単位画素の液晶中に電界が漏れ込むこと
が防止される。また、データ線の上方に向けられた電界
は、直上の共通電極部分によって終端され、スリットを
通った電界は対向基板の第１の導電膜によって終端さ
れ、液晶に漏れ込むことが防止される。このように、デ
ータ線を覆うように設けられた共通電極部分によりデー
タ線の電界が終端されるので、液晶における表示画像の
劣化を防止することが可能になる。
【００４０】また、本発明によれば、データ線を覆うよ
うに設けられた共通電極部分にはデータ線の線幅の中央
領域に対向してスリットが開口されているため、このス
リットによりデータ線と共通電極との対向面積が縮小さ
れ、データ線と共通電極との間の静電容量を低減するこ
とが可能になり、データ線での信号遅延が改善される。
また、データ線と共通電極との対向面積が縮小され、両
者間の層間絶縁膜での層間ショートの発生確率を格段に
低減し、表示における線欠陥を未然に防止することが可
能になる。
【００４１】さらに、本発明によれば、対向基板の第１
の導電膜をブラックマトリクスで構成した場合でも、当
該第１の導電膜の幅寸法をデータ線の幅寸法よりも縮小
することが可能であり、単位画素における開口率を向上
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態の単位画素におけるＴ
ＦＴ基板の平面レイアウト図である。
【図２】図１のＡＡ線に沿う断面図である。
【図３】本発明にかかるアクティブマトリクス型液晶表
示装置の全体構成図である。
【図４】図３の一部の拡大図である。
【図５】ＴＦＴ基板の各層のパターンを示す図である。
【図６】データ線の上方領域における電界の状態を示す
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模式的な断面図である。
【図７】第１の実施形態のＴＦＴ基板の製造方法を説明
するための工程断面図のその１である。
【図８】第１の実施形態のＴＦＴ基板の製造方法を説明
するための工程断面図のその２である。
【図９】第１の実施形態のＴＦＴ基板の製造方法を説明
するための工程断面図のその３である。
【図１０】第１の実施形態の変形例を示すＴＦＴ基板の
平面レイアウト図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態の断面図であり、図
１のＡＡ線に相当する箇所の断面図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態の断面図であり、図
１のＡＡ線に相当する箇所の断面図である。
【図１３】本発明の第４の実施形態の断面図であり、図
１のＡＡ線に相当する箇所の断面図である。
【図１４】本発明の第５の実施形態の断面図であり、図
１のＡＡ線に相当する箇所の断面図である。
【図１５】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置
の平面レイアウト図である。
【図１６】図１５のＰＰ線に沿う断面図である。
【図１７】従来の改善されたアクティブマトリクス型液
晶表示装置の平面レイアウト図である。
【図１８】図１７のＱＱ線に沿う断面図である。
【符号の説明】
１  マトリクス基板
２  データ線端子部
３  走査線端子部
１１  画素領域
１２  周辺領域
１００  ＴＦＴ基板
１０１  第１の透明基板
１０２  走査線
１０３  共通電極配線
１０６  データ線
１０９  第１の画素電極
１１１  共通電極
１１１ｂ  Ｙ方向延長部分
１１２  第２の画素電極
１１５  スリット
１１７  基板接続用コンタクトホール
１１８  銀ペースト
２００  対向基板
２０１  第２の透明基板
２０２  ブラックマトリクス
２０６  基板接続用コンタクトホール
２０９  ＩＴＯ膜
３００  液晶
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